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位間隔が,フォノンエネルギーよりはるかに大きい場合, Landau準位間の遷移は許さ

れない.フォノンビームの方向の速度が音速に等 しい電子だけが,エネ/レギーの吸収に

寄与する｡

金属電子系の誘電率は,Lindardの式から,テキス トの(41式を得た｡

次に, bandnestingについて話された｡ Crの場合, bandnestingによって, 電子

- 正孔対のスピン配置は三重項の方が安定となり, SDWが安定化する｡ 常磁性状態

からTN- 312K で transversemodeのSDW に･ 115K で longitudinalmodeに相転

移する｡

一方,一重項状態が安定な nestingでは,CDW が安定になるが, CDWの実証として

遷移金属のダイカルコゲナイ ドをelectrondi的actionpatternを用いて説明された｡

deHaasvanAlphen効果にっいて,周期的なH-M曲線,情報量が多いことなどを

説明された｡ 一義的ではないにしても,フェルミ面を再構成することが出来る｡

以後若干のプリントの説明があった｡ (文責 星 淳一 )

半導体の非線型伝導

講師 中大理 ･工 黒 沢 達 美

+ラ +〉
講義は, 1)非線型伝導, 2)負の微分伝導度, 3)E⊥H の場合の電子の運動,

4) photoelectronから成っている｡ここでは主に 3)について講義内容の一部を勉介

したい.図 1は電場をかけた坂合の電子の運動を示したもので,不純物散乱があまり効

かない坂合,電子は散乱されることなく半径 pop(光学フォノンのエネルギー hwop

に相当する運動量 )の円に到達する｡ すると直ちに光学フォノンを放出して e=0(電

子のエネルギー )の状態に戻 り,又加速されて同じ運動をくり返す｡もし,電場と磁場

と.を直角にかけると,運動量空間での電子の運動はm*cE/¶ - pcという点を中心と

する円運動となるopcが popの半分以下の時に払 図 2に示 した斜線の鎖域に電子が

たまり,エネルギー分布関数に一種の分布反転が生ずる｡ もし,この状態で,断簡的に

Eを0とすると,電子は一団となって原点を中心としたサイクロトロン運動を始める｡
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この場合電子は位相をそろえて運動 してお り超放射が期待されるが,それには α｡より

も速いパ′レス技術が必要で実現は困難である｡ しかし,ある程度以上の大振巾でα｡/rl

(n-2,3- )の周波数の電磁波を入れると卵型の分布が得 られ,卵の尖った部分が双

極子モーメントを生 じて超放射が期待できる｡ 別の分布反転 として,円運動の中心 牡

が popの半分近 くにあり,かつ宵場 も磁歩 もあまり強 くない場合には･図3のよ うな分

布が得られることがあるo この場合は･電子の ha'op以上のエネルギー領域-の食いこ

みはあまり大きくなく,従 って光学フォノンを放出 した後の余分なェ*/i,ギーも小さい｡
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図 1･ simulatedtracesofelectronmotioninmomentumspace.Thestraightlines

resultfrom accelerationintheappliedelectricfield. Ineachcollision,the

electronchangesitsmomentum abruptly･Resultsforthreedifferentelectric
fieldsareshown:(a)500collisions withE=0.005Eo,(b)500collisions

withE=0.07E.,(C)327collisionswithE=0･5Eo･Thelatticetemperature
isO.3β.
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図 2.磁場の下での吹き溜 り効果

このため電子は主に原点近傍の狭

い領域にだけ降ってくる｡それが

隼 を中心として回転 すると･中

心部の抜けた ドーナツ型の分布に

なる｡ この場合,振動数 Q'｡の電

磁波に対 して,誘導放出が吸収を

上回る可能性が生ずる｡この反共

鳴の実現性を見るため,散乱過程

として,電子と音響フォノンの変

形ポテンシャル相互作用による散

乱頻度 wa｡-AT何 と

非極性光学フォノンとによる散乱頻度,

W.p-BOHn.p+1)J和 + n｡｡在 璃 王iう1

(βとnopは,光学フォノンのデバイ温度と占有数 )の2つを考えると･その実現性の

条件は図4で示される｡ 物質と温度とを定めるとBG/ATの値は一定となり,反共鳴の

図 3. ドーナツ型分布 (ランダウ 図 4.サイクロトロン反共鳴の

準位での分布反転 ) 生ずる範囲
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現われるギリギリの値は,図4に示した接線により定められ,約 250位となる｡ これ

以下だと反共鳴は生じない｡多くの半導体ではこの条件は実現可能であるが,不純物散

乱という障害があり,これをどこまで減らせるかが反共鳴実現の条件となる｡

(文責 柳田敬一 )

強誘電体の臨界現象 (理論)

講師 北大･応電研 徳 永 正 晴

この講義は,強誘電体の臨界現象の理論を実験家にもわかりやすいように説明すると

いう趣旨で行なわれた｡

代表的な強誘電体であるTGSについての臨界現象の測定結果は,たとえば強液性体な

どにおける臨界現象と比較 して,転移点近傍までよく平均場近似が成立するということ

であった｡ この原因は現在では,強誘電体の特徴である電気双極子間相互作用にあると

考えられている｡

自由エネルギーGが分極密度 α(∫)を用いて次のような形に書けるとする｡

G- ′drl÷ao(I)2+ibO(I)4+与cL▽o(I)L21

平均場近似が成 り立っためには o(q)を o(I)のフーリエ成分として,

a≫b∑<Io(q)I2>
q

(1)

(2)

でなければならない.これが･GinzburgCriterionである.(2)式の右辺に平均坂近似の

答えを代入して和を積分になおせば,結局,

〟2≫ y〝 (3)

(ただし x2…｡/C, y∝ 誓 辻 )

C2

となる｡ yが有限である限り〟-0 でこの不等式は成立 しなくなり,臨界飯域に入る｡
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